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(57)摘要

本发明针对现有技术中的GND金属走线在静

电电压过大时，不能很好的释放静电，提出了一

种液晶面板的静电防护结构，多个呈阵列式排列

的GND金属走线，相邻的两个GND金属走线的相邻

的两边分别通过第三金属走线或第四金属走线

相连，GND金属走线阵列的四个边角处的每个GND

金属走线分别通过第五金属走线或第六金属走

线与设置在阵列外围的第二金属走线相连，从而

将所有的金属走线连接为一个大的GND网络，一

定程度上增加了耐受静电的电压，同时，第三金

属走线和第四金属走线均为掺杂的多晶硅，加快

了静电的释放，缩短了静电释放的时间。
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1.一种液晶面板的静电防护结构，包括GND金属走线、第二金属走线、第五金属走线、第

六金属走线，其中

所述GND金属走线为闭合线路结构，沿阵列基板的外边缘设置，

所述第二金属走线设置在所述GND金属走线的外部，所述第二金属走线与所述GND金属

走线的外边缘之间具有间隙，

所述第二金属走线与所述GND金属走线通过第五金属走线和/或第六金属走线相连；

所述GND金属走线的数量为多个，多个所述GND金属走线以矩形阵列的方式排布，所述

矩形阵列的列沿第一方向延伸，所述矩形阵列的行沿第二方向延伸，所述第一方向和所述

第二方向相互垂直，所述矩形阵列的相邻两列间设置有第一间隙，所述矩形阵列的相邻两

行间设置有第二间隙。

2.根据权利要求1所述的静电防护结构，其特征在于，相邻两列的GND金属走线的相邻

两边通过第三金属走线相连，所述第三金属走线沿第二方向延伸，所述第三金属走线设置

于所述第一间隙内，所述第三金属走线的长度与所述第一间隙的宽度相等。

3.根据权利要求2所述的静电防护结构，其特征在于，在所述相邻两列的GND金属走线

的相邻两边的两个端部处均连接有所述第三金属走线。

4.根据权利要求3所述的静电防护结构，其特征在于，相邻两行的GND金属走线的相邻

两边通过第四金属走线相连，所述第四金属走线沿第一方向延伸，所述第四金属走线设置

于所述第二间隙内，所述第四金属走线的长度与所述第二间隙的宽度相等。

5.根据权利要求4所述的静电防护结构，其特征在于，在所述相邻两行的GND金属走线

的相邻两边的两个端部处均连接有所述第四金属走线。

6.根据权利要求1所述的静电防护结构，其特征在于，所述第二金属走线与所述多个

GND金属走线的矩形阵列的外边缘之间设置有第三间隙和第四间隙，所述第三间隙沿所述

第一方向延伸，所述第四间隙沿所述第二方向延伸，所述多个GND金属走线的矩形阵列的四

个边角处的GND金属走线分别通过第五金属走线和/或第六金属走线与第二金属走线相连，

第五金属走线沿第一方向延伸，第六金属走线沿第二方向延伸，所述第六金属走线设置于

所述第三间隙内，所述第六金属走线的长度与所述第三间隙的宽度相等；所述第五金属走

线设置于第四间隙内，所述第五金属走线的长度与所述第四间隙的宽度相等。

7.根据权利要求2所述的静电防护结构，其特征在于，所述矩形阵列的首行和尾行中非

端部的GND金属走线分别通过所述第五金属走线与所述第二金属走线相连。

8.根据权利要求2所述的静电防护结构，其特征在于，所述矩形阵列的首列和尾列中非

端部的GND金属走线分别通过所述第六金属走线与所述第二金属走线相连。

9.根据权利要求5所述的静电防护结构，其特征在于，所述第三金属走线、所述第四金

属走线、所述第五金属走线、所述第六金属走线中至少一种由低温多晶硅制成。
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一种液晶面板的静电防护结构

技术领域

[0001] 本发明涉及液晶面板领域，尤其涉及一种液晶面板的静电防护结构。

背景技术

[0002] 低温多晶硅具有高迁移率的优点，因此在进行像素设计时，薄膜晶体管TFT开关的

W/L可以设计的很小，从而像素对应的开口率相对就比较高，因此低温多晶硅液晶面板具有

极大的市场竞争优势。

[0003] TFT-LCD可分为多晶硅(Poly-Si  TFT)与非晶硅(a-Si  TFT)，两者的差异在于电晶

体特性不同。多晶硅的分子结构在一颗晶粒(Grain)中的排列状态是整齐而有方向性的，因

此电子移动率比排列杂乱的非晶硅快了200-300倍；一般所称的TFT-LCD是指非晶硅，技术

成熟，为LCD的主流产品。而多晶硅品则主要包含高温多晶硅(HTPS)与低温多晶硅(LTPS)二

种产品。

[0004] 低温多晶硅(Low  Temperature  Poly-silicon；简称LTPS)薄膜晶体管液晶显示器

是在封装过程中，利用准分子镭射作为热源，镭射光经过投射系统后，会产生能量均匀分布

的镭射光束，投射于非晶硅结构的玻璃基板上，当非晶硅结构玻璃基板吸收准分子镭射的

能量后，会转变成为多晶硅结构，因整个处理过程都是在600℃以下完成，故一般玻璃基板

皆可适用。

[0005] LTPS-TFT  LCD具有高分辨率、反应速度快、高亮度、高开口率等优点，加上由于

LTPS-TFT  LCD的硅结晶排列较a-Si有次序，使得电子移动率相对高100倍以上，可以将外围

驱动电路同时制作在玻璃基板上，达到系统整合的目标、节省空间及驱动IC的成本。

[0006] LTPS-TFT  LCD液晶面板在设计过程中，阵列基板的四周会设置一圈GND金属走线

11，如图1，GND金属走线11，GOA驱动区12，面板显示区13，GND金属走线11设置在面板的四周

边缘，设置GND金属走线11的目的在于当有静电电压产生时，可以通过GND金属走线快速将

静电释放掉，防止静电累计而对面板内部造成击伤，影响显示。但这种GND金属走线释放静

电的功能是有限的，当静电电压过高时，会造成GND金属走线的炸伤，甚至影响内部线路，造

成显示不良。

发明内容

[0007] 为了一定程度上增强静电的释放能力，本发明提出一种液晶面板的静电防护结

构。

[0008] 本发明提出的液晶面板的静电防护结构，包括GND金属走线、第二金属走线、第五

金属走线、第六金属走线，其中

[0009] 所述GND金属走线为闭合线路结构，沿阵列基板的外边缘设置，

[0010] 所述第二金属走线设置在所述GND金属走线的外部，所述第二金属走线与所述GND

金属走线的外边缘之间具有间隙，

[0011] 所述第二金属走线与所述GND金属走线通过第五金属走线和/或第六金属走线相
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连。

[0012] 这种静电防护结构，间接增大了GND金属走线的的金属宽度，减小了GND金属走线

的电阻，增强了GND金属走线的静电耐压量，降低了静电发生击伤的风险。

[0013] 作为对本发明的进一步改进，多个所述GND金属走线以矩形阵列的方式排布，所述

矩形阵列的列沿第一方向延伸，所述矩形阵列的行沿第二方向延伸，所述第一方向和所述

第二方向相互垂直，所述矩形阵列的相邻两列间设置有第一间隙，所述矩形阵列的相邻两

行间设置有第二间隙。

[0014] 进一步，相邻两列的GND金属走线的相邻两边通过第三金属走线相连，所述第三金

属走线沿第二方向延伸，所述第三金属走线设置于所述第一间隙内，所述第三金属走线的

长度与所述第一间隙的宽度相等。在所述相邻两列的GND金属走线的相邻两边的两个端部

处均连接有所述第三金属走线。

[0015] 进一步，相邻两行的GND金属走线的相邻两边通过第四金属走线相连，所述第四金

属走线沿第一方向延伸，所述第四金属走线设置于所述第二间隙内，所述第四金属走线的

长度与所述第二间隙的宽度相等。在所述相邻两行的GND金属走线的相邻两边的两个端部

处均连接有所述第四金属走线。

[0016] 这样的结构使得多个GND金属走线连接成一个巨大的金属网，增加了静电的释放

路径，加速了静电的释放。

[0017] 作为对本发明的进一步改进，所述第二金属走线与所述多个GND金属走线的矩形

阵列的外边缘之间设置有第三间隙和第四间隙，所述第三间隙沿所述第一方向延伸，所述

第四间隙沿所述第二方向延伸，所述多个GND金属走线的矩形阵列的四个边角处的GND金属

走线分别通过第五金属走线和/或第六金属走线与第二金属走线相连，第五金属走线沿第

一方向延伸，第六金属走线沿第二方向延伸，所述第六金属走线设置于所述第三间隙内，所

述第六金属走线的长度与所述第三间隙的宽度相等；所述第五金属走线设置于第四间隙

内，所述第五金属走线的长度与所述第四间隙的宽度相等。

[0018] 在呈阵列式排列的多个GND金属走线的外部设置第二金属走线，并使多个GND金属

走线与第二金属走线相连，形成了一个巨大的GND金属网，进一步加快了静电的释放，提高

了静电电压的耐受量。

[0019] 作为对本发明的进一步改进，所述矩形阵列的首行和尾行中非端部的GND金属走

线分别通过所述第五金属走线与所述第二金属走线相连。所述矩形阵列的首列和尾列中非

端部的GND金属走线分别通过所述第六金属走线与所述第二金属走线相连。从而，使得中间

的GND金属走线上的静电快速的通过第二金属走线释放。

[0020] 所述的第三金属走线、第四金属走线、第五金属走线、第六金属走线中至少一种金

属走线由低温多晶硅制成。低温多晶硅的分子结构在一颗晶粒中的排列状态是整齐而有方

向性的，因此其电子移动率非常快，比非晶硅快了200～300倍，所以掺杂低温多晶硅的使用

进一步增强了静电的释放速度，提高了静电的释放能力。

[0021] 本发明提出的液晶面板的静电防护结构，同样可以应用在LCD制程过程中，预防发

生静电击穿现象，通过在TFT外围设置金属布线，在TFT制程前半段就形成静电释放路径，降

低局部电流强度，降低静电发生击伤的风险。
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附图说明

[0022] 在下文中将基于实施例并参考附图来对本发明进行更详细的描述。其中：

[0023] 图1显示现有技术中GND金属走线结构示意图；

[0024] 图2显示实施例中含有两个GND金属走线的静电防护结构示意图；

[0025] 图3显示实施例中含有三行三列GND金属走线的静电防护结构示意图；

[0026] 在附图中，相同的部件使用相同的附图标记。附图并未按照实际的比例。

具体实施方式

[0027] 下面将结合附图及实施例来详细说明本发明的具体实施方式。

[0028] 实施例中的水平方向、竖直方向、端部等用语是相对于图片的位置的方向，不能理

解为对本发明的限制。

[0029] 如图2显示了本发明中，两个GND金属走线11所构成的静电防护结构示意图。两个

相邻的GND金属走线11排列为一行两列，沿所述行的方向为第二方向，第一方向与所述第二

方向垂直，相邻两列的GND金属走线之间具有第一间隙27，相邻两列的GND金属走线11的相

邻两边的两个端部均通过第三金属走线23相连接，从而将两个GND金属走线11连接为一体，

同时，第三金属走线23位于第一间隙27内，第三金属走线23的长度与第一间隙27的宽度相

等，保证了静电在两个GND金属走线11间传输时路径最短，缩短了静电释放的时间。

[0030] 在两个GND金属走线11的外部设置有第二金属走线22，第二金属走线22与所述两

个GND金属走线11的外边缘分别有沿第一方向延伸的第三间隙29、沿第二方向延伸的第四

间隙30，优选为第三间隙29与第四间隙30的宽度相等，当宽度相等时，更有利于布线和实

施。第二金属走线22的四个边角处分别通过第五金属走线25或第六金属走线26与GND金属

走线11相连接，第六金属走线26位于第三间隙29内且沿第二方向延伸，第六金属走线26的

长度与第三间隙29的宽度相等，第五金属走线25位于第四间隙30内且沿第一方向延伸，第

五金属走线25的长度与第四间隙30的宽度相等，保证了静电在GND金属走线11和第二金属

走线22间传输时路径最短，缩短了静电释放的时间。

[0031] 图3为9个GND金属走线11排列成三行三列的矩形阵列，所述矩形阵列的列沿第一

方向延伸，所述矩形阵列的行沿第二方向延伸，所述第一方向和所述第二方向相互垂直，所

述矩形阵列的相邻两列间设置有沿第一方向延伸的第一间隙27，所述矩形阵列的相邻两行

间设置有沿第二方向延伸的第二间隙28。

[0032] 相邻两列间的GND金属走线的相邻两边的两个端部均通过第三金属走线23相连，

相邻两行间的GND金属走线的相邻两边的两个端部均通过第四金属走线24相连，从而将所

有的GND金属走线11连接为一个整体，同时，第三金属走线23位于第一间隙27内，第三金属

走线23的长度与第一间隙27的宽度相等，第四金属走线24位于第二间隙28内，第四金属走

线27的长度与第二间隙28的宽度相等，优选为第一间隙27与第二间隙28的宽度相等，更节

省空间，同时使得间隙间的金属走线长度与间隙宽度相等，保证了静电在相邻GND金属走线

11间传输时路径最短，缩短了静电释放的时间。

[0033] 在三行三列GND金属走线11的外围设置有第二金属走线22，第二金属走线22与所

述GND金属走线11阵列的外边缘分别有沿第一方向延伸的第三间隙29、沿第二方向延伸的

第四间隙30，优选为第三间隙29与第四间隙30的宽度相等，当宽度相等时，更有利于布线和
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实施。第二金属走线22的四个边角处分别通过第五金属走线25或第六金属走线26与GND金

属走线11相连接，第六金属走线26位于第三间隙29内且沿所述第二方向延伸，第六金属走

线26的长度与第三间隙29的宽度相等，第五金属走线25位于第四间隙30内且沿所述第一方

向延伸，第五金属走线25的长度与第四间隙30的宽度相等，保证了静电在GND金属走线11和

第二金属走线22间传输时路径最短，缩短了静电释放的时间。

[0034] 位于首行和尾行的非端部的GND金属走线11同样通过第五金属走线25与第二金属

走线22相连，位于首列和尾列的非端部的GND金属走线11同样通过第六金属走线26与第二

金属走线22相连，这样就将GND金属走线所形成的阵列与外围的第二金属走线22连接成一

个大的GND金属网，一定程度上增加了静电的耐受电压，更加有利于静电的释放。

[0035] 优选为第三金属走线23、第四金属走线24、第五金属走线25、第六金属走线26中至

少一种由低温多晶硅制成，由于低温多晶硅的分子结构在一颗晶粒中的排列状态是整齐而

有方向性的，因此其电子移动率非常快，比非晶硅快了200～300倍，所以掺杂低温多晶硅的

使用进一步增强了静电的释放速度，提高了静电的释放能力。

[0036] 最后说明的是，以上实施例仅用于说明本发明的技术方案而非限制，尽管参照较

佳实施例对本发明进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本发明的技

术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围，其均应涵盖在本

发明的权利要求范围当中。
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